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引言
高可用性電信繫統采用冗餘電源或電池供電來增強
繫統的可靠性。人們通常采用分立二極管來把這些
電源組合於負載點處。這種方法的缺點是正向壓降
很大，並產生功耗，即使采用肖特基二極管也是如
此。該壓降還使可用電源電壓下降，這在輸入工作
範圍的低端有時是至關重要。一種具有“理想”二
極管工作特性的電路通過消除正向壓降而克服了功
耗和電壓損失問題。

LTC®4354 負電壓二極管“或”控制器可實現近乎理
想的二極管工作特性。由 LTC4354 進行主動驅動的
外部 N 溝道 MOSFET 起著調整晶體管的作用以取代
二極管。該器件可在輕負載條件下於 MOSFET 的兩
端保持一個  30mV 的小幅正向壓降；在重負載條件
下，該壓降變成  RDS(ON) 的一個函數。例如，一個
18mΩ MOSFET 和 5A 負載電流將產生一個 90mV 的
壓降，與肖特基二極管相比，壓降和功耗指標改善
多於 4 倍 (在相同的工作條件下，使用肖特基二極管
的壓降達  500mV)。功耗的降低可節省板級空間並縮
減散熱器的成本。與此同時，還增加了 410mV 的輸
入工作範圍 –– 當繫統依靠只具有幾伏儲備空間的
儲能電容器來運行時，這是一個至關重要的因素。

理想的 – 48V“或”二極管
圖 1 示出了一個二極管和一個采用 LTC4354 來驅動
的 MOSFET 的功耗比較結果。在 10A 電流條件下，
一個 100V 肖特基二極管 (MBR10100) 兩端的壓降約
620mV；需要采用一個散熱器來處理由此產生的
6.2W 功耗。當采用 LTC4354 來驅動一個 100V N 溝道
MOSFET (IRFR3710Z) 時，由於 MOSFET 的 RDS(ON)

很低 (最大值為 18mΩ)，故功耗僅為 1.8W。這可以輕
松地通過電路板來散失，而不需增設散熱器。

LTC4354 實現了兩個理想二極管，它們同時控制兩
個源極引腳連接在一起的外部  N  溝道  MOSFET，
如圖 2 所示。該共源極節點與 VSS 引腳 (器件的負電
源)  相連。其正電源是通過一個外部限流電阻器從
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-48V_RTN 獲得的。LTC4354 包括一個內部分流器，
用於將 VCC 引腳電壓調節至 11V。

在上電時，初始負載電流流經 MOSFET 的體二極管
並返回電源且電壓有所降低 (大多為負值)。相關聯
的柵極引腳電壓立即斜坡上升，並接通 MOSFET。
LTC4354 試圖將源極和漏極端子兩端的壓降調節至

     、LTC 和 LT 是凌特公司的注冊商標。
所有其他商標均為其各自擁有者的產權。
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如要獲得更多資料或技術支持，請与我們的銷售
部或當地分銷商聯絡，也可瀏覽我們的网址：
www.linear.com.cn 或電郵到 info@linear-tech.com.hk
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30mV。如果負載電流引發的壓降超過 30mV，柵極
將被驅動至更高的電平以進一步強化 MOSFET 的性
能。最終，MOSFET 被驅動至完全導通，而且壓降
的增加將由 RDS(ON)  • I LOAD 來確定。

如果電源的電壓幾乎相等，則該調節技術可確保負
載電流在電源之間平穩地均分，而不會引起振蕩。
流經每個  MOSFET 的電流水平取決於  MOSFET 的
RDS(ON)、每個電源的輸出阻抗以及分布電阻。

在發生電源故障的場合 (例如一個輸入電源被短路至
-48V_RTN)，一個有可能很大的反向電流或許會從
-48V_RTN 流過處於導通狀態的 MOSFET。一旦出現
該條件， LTC4354 立刻就會檢測到，並在不到 1μs 的
時間裡關斷 MOSFET。這種快速關斷可防止反向電
流達到一個損壞器件的水平，所表現出的工作特
性與恢復時間為幾百納秒的分立二極管沒有什麼
不同。

故障輸出檢測受損的 MOSFET 和熔絲
LTC4354 監視每個 MOSFET 並通告任何顯現出過流
故障征兆的過大正向電壓。當調整晶體管完全導通
但其兩端的壓降超過了 260mV 的故障門限時，漏極
開路 FAULT 引腳的電平走高。這可使 LED 或光耦合
器被接通，並向繫統控制器發出相應的指示信號。
由於存在額外的熱量耗散，因此識別 MOSFET 中的
過大壓降是很重要的。如果這種條件一直持續下
去，則繫統控制器將能夠采取行動並關斷負載。

正低電壓理想二極管
如圖 3 所示，LTC4354 還適合正低電壓應用。借助
該電路，可以把多個高電流開關轉換器的輸出組合
起來，而無需擔心反饋或電源故障使公共總線短
路。一個二極管“通道”包含 LTC4354 和 6 個並聯
MOSFET，可向一個  1.2V 負載輸送  100A 電流。該
電路可輕松地與 0V 至 5V 的任何電源電壓相適合 (倘
若在輸入端或輸出端有一條用於高達 4mA VEE 電流
的接地通路)。大多數高電流開關轉換器能夠容易地

圖 3：正低電壓二極管 “或” 電路組合了
多個開關轉換器

吸收 4mA 的電流，且無需預加負載。沒有必要針對
不同的工作電壓來對電路進行任何改動。

結論
當今電信基礎設施的發展趨勢是實現更高的電流和
更小的模塊空間。傳統的二極管“或”操作日漸繁
瑣與不便。LTC4354 通過控制低  RDS(ON) N 溝道
MOSFET 來減少絕緣勢壘兩側的功耗、板級空間和
散熱器，從而提供了一種改良型解決方案。此外，
LTC4354 還可監視和通報故障條件，這些信息是無
法由一個傳統的二極管“或”電路來提供。
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